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 論文審査の結果の要旨
 異なる物質問の境界面の熱抵抗は,1(apitza抵抗と呼ばれ,固体と液体ヘリウムの問では,10
 mK～100mKの問で一般にT-3であり,音響不整合(AM)論で理解されているが,低温生成
 の大きな障害になるため,実用的にも興味がもたれている。しかし,CMNでは,20mK以下で
 は障泥とともに低下する異常な振舞いが観測され,Ceの電子スピンと3He核スピンとの磁気
 的結合に起因した熱抵抗と考えられ,磁気的Kapitza抵抗と呼ばれて実験,理論とも盛んに研
 究されている。
 本論文は,磁気的Kapitza抵抗の発生機構を解明するため,結晶表面が安定な無水和物で,
 電子の磁気モーメントと核スピンが結合したhyperflneellhanced核スピン系のTmVO4と
 HoVO、について研究を行ったものである。
 TmVO4の単結晶では,10mKから40mKまでAM理論で説明できるT-3依存性を確認し,
 粉末試料について,希釈冷凍機,断熱消磁冷却,核断熱消磁冷却法でlmKまでのKapitza抵抗
 を測定した結果,T2となる新しい現象を発見した。しかし,4Heを3000ppm加えた3Heとの間
 では,AM理論で説明できる値に増大する結果となった。これは,3He核スピンとTm核スピ
 ンの磁気的な結合が固体表面に優先的に吸着した4Heによって妨げられるためと解釈された。
 更に,磁気的Kapitza抵抗は磁場と共に増大することも発見した。これ等は,CMN以外で初
 めて発見された磁気的Kapitza抵抗の振舞いである。
 更に,ellhanced核スピンの磁気モーメントの大きさがTm系の3.8倍大きなHoVO4につい
 ても磁気的Kapitza抵抗を研究し,Tm系に比して約2桁小さいが,6～11mKでははT2,
 5mK以下の反強磁性状態では,降温とともに増大する新しい結果を得た。
 これらの実験結果に対し,3He核スピンと固体の核スピンの磁気的な結合に起因した磁気的
 Kapitza抵抗であるとし,3Heが固体表面に2層まで固体状態で吸着するという最近の研究成
 果に着目し,固体の核スピンと固体表面の2層の固体状3Heの核スピンが双極子相互作用によ
 り,相互反転し,エネルギーが流れるというモデルを適用し,定性的に説明することができた。
 これらは著者が超低温の実験的研究者としての素養を身に付け,自立して研・究活動を行うに
 必要な高度の研究能力と学識を有していることを示している。
 よって,水谷直樹提出の論文は理学博士の学位論文として合格と認める。
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